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Vynélez se tykd zphsobu vyroby tenkych
vrstev kysligniku kiemiitého chemickou
depozici z plynné faze za sniZeného tlaku
na povrchu pevnych t&les. Kyslitnik kiemi-
gity vznikd reakci plynného trichlorsilanu
SiHCl3 s plynnym kysli¢nikem dusnym Nz0
pFi teplotdch pevnych t8les 20 aZ 1000 °C,
objemovém poméru N20/SiHCls > 1 a celko-
vém tlaku 1 aZ 200 Pa.

Vynélez lze vyuZit pFi vyrob& integrova-
nych obvodili v pevné f4zi.
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Vyndlez se tyka zplisobu vyroby tenkych
vrstev kysliéniku kfemi&itého na povrchu
pevnych téles.

Pro vyrobu tenkych vrstev kysliéniku kie-
mi¢itého chemickou depozici z plynné fize
na povrchu pevnych té&les, napfiklad na kie-
miku, existuje Fada metod. Vyb&r metody
depozice pro danou: aplikaci je ddn pFede-
v8im poZadavkem kvality tenké vrstvy a
teploty jejiho vzniku. Jednou z pouZivanych
metod vyroby tenkych vrstev kysliéniku ki‘e-
mifitého chemickou depozici z plynné fize
za sniZeného tlaku je reakce dichlorsilanu
SiH2Clz s Kkyslitnikem dusnym Nz20, ktera
probihd pri tlaku 50 — 100 Pa a teplot& 800
az 1000 °C.

Tato metoda mé znalnou nevyhodu v tom,
Ze vychozi materidl dichlorsilan SiH2Clz je
drahy, obtiZné dostupny a poZérné znadénd
nebezpeény. Bod vzniceni dichlorsilanu
SiH2Clz je 100 °C. :

Uvedené nevyhody odstraiiuje zplisob vy-

roby tenkych vrstev kysliéniku k¥emi&itého

chemickou depozici z plynné fdze za sniZe-
ného tlaku na povrchu pevnych téles, jehoZ
podstata spofivd v tom, Ze kysli¢nik kfemi-
¢ity vznikd reakci plynného trichlorsilanu
SiHCls s plynnym kyslitnikem dusnym NzO
pFi teplotdch pevnych t&les 20 aZ 1000 °C a
celkovém tlaku 1 aZ 200 Pa a objemovém

pom&ru N20/SiHCls > 1. JestliZe je teplota

povrchu pevného télesa niZ$i neZ 800 °C,
musi byt reagujicimu systému dodivéana jes-
t8 jiné energie neZ tepelna.

Zpilisob vyroby tenkych vrstev kyslidniku
kifemi¢itého podle vynédlezu odstrafiuje ne-
vyhody pouZiti dichlorsilanu SiH2Clz tim, Ze
jako vychozi surovinu pouZiva trichlorsilan
SiHCls, ktery je podstatn¥ levné&ij$i, dostup-
n&j8i a poZarné mén& nebezpedny neZ di-
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chlorsilan SiH2Cl2. Bod vzniceni trichlorsi-
lanu SiHCl3 je 230 °C. Dal3i vyhodou pouZiti
trichlorsilanu SiHCl3 je, Ze tato surovina,
b&Zn& pouZivand pro vyrobu polykrystalic-
kého k¥emiku pro polovodife, md podstatn&
niZ8i obsah elektricky aktivnich neé&istot ve
srovnédni s nejéistS$im dostupnym trichlorsi-
lanem SiH2Cl2. Tato -vyhoda se uplatni ze-
jména p¥i depozici vrstev kysliéniku k¥emi-
¢itého na polovoditové substrity, kde se vy-
Zaduje co nejvyS$3i istota tenkych vrstev.

P¥iklad

Pfiklad vyuZiti vynédlezu lze uvést pi#i de-
pozici tenkych vrstev kysli¢niku k¥emidité-
ho na kfemikové destitky ve vyrob& inte-
grovanych obvedil v pevné fizi. Kfemikové
desti€ky jsou uloZeny kolmo ve vzédjemné
vzdélenosti 5 mm ve vodorovném kiemen-
ném reaktoru odporové zevnd vytdp&ném,
umoZiiujicim pracovat za sniZeného tlaku.
Reaktorem proudi plynnd smés sloZend z
trichlorsilanu SiHCl3 a kysliénfku dusného
N20 o objemovém pomé&ru Nz20/SiHClz = 6
pfi prtoku par trichlorsilanu SiHCl3 25
cm3/min. Tenze par trichlorsilanu p¥i tep-
lot& okoli je dostatetnd pro mé#&feni a regu-
laci uvedeného pritoku hmotovym regulé-
torem priitoku plynd. Celkovy tlak v reak-

“toru pfi depozici je 80 Pa, teplota povrchu

kfemikovych desti€ek je 900°C. Za té&chto
podminek je rychlost depozice vrstvy kys-
liéniku kfemicitého 3 nm/min. Typicky roz-
ptyl tloudtky vrstvy kyslitniku k¥emiditého
na kremikové destiéce o priméru 63,5 mm
je + 2 % a mezi n&kolika desitkami kfemi-
kovych destitek ve vdrce + 3 %. Typicky
index  lomu - vrstvy Kkysligniku kfemu‘fltého
632, 8 nm.-

PREDMET VYNALEZU

1. Zptisob vyroby tenkych vrstev kysli¢ni-
ku kfemi¢itého chemickou depozict z plyn-
né fdze za sniZeného tlaku na povrchu pev-
nych t&les, vyznadeny tim, Ze kysliénik kie-
midity vznikd reakci plynného trichlorsilanu
SiHCI3 a plynného kysliénfku dusného Nz0
pfi teplotdch pevnych t&les 20 aZ 1000 °C,

objemovém pom#ru N20/SiHCls > 1 a cel-

kovém tlaku 1 aZ 200 Pa.

2. Zpisob podle bodu. 1, vyznadeny -tim,
Ze pf¥i teplotdch pevnych t&les niZ§ich neZ
800°C se reakénimu systému dod4véa ]e§té
jiné energie neZ tepelnd.
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